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Аннотация.Предложена реализация квазисосредоточенных реактивных элементов электромагнитнокри-
сталлическими (ЭК) неоднородностями. Выполнено сравнение характеристик ЭК-неоднородностей и тра-
диционныхмикрополосковых структур, иллюстрирующее существенное увеличение (в 1,5…4 раза) значе-
ний реактивностей ЭК-неоднородностями. Моделирование выполнено в программном пакете CST
Microwave Studio. Приведены экспериментальные характеристики для предложенной и традиционной
квазисосредоточенных индуктивностей. Проанализирована погрешность параметра квазисосредоточен-
ного элемента и показана возможность ее минимизации
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ВВЕДЕНИЕ
Микрополосковые устройства широко
применяются в радиоэлектронных системах
различного назначения. В последнее время в
микрополосковой технике сложились направ-
ления на основе новых технологических реше-
ний и материалов, позволяющих существенно
уменьшить габариты устройств и повысить их
избирательность [1].
Одно из этих направлений — искусствен-
ные структуры с особыми характеристиками
[1, 2]. К таким структурам относят кристалло-
подобные структуры с зонными свойствами,
аналогичными кристаллам [2]. В микрополос-
ковых устройствах применяют микрополоско-
вые кристаллоподобные структуры — элек-
тромагнитные кристаллы (ЭК), а также отдель-
ные ЭК-неоднородности. Традиционные
ЭК-неоднородности выполняют двухмерными
в виде отверстия или щели разной формы в ме-
таллизированной поверхности или в сигналь-
ном проводнике [1, 3, 4].
В микрополосковых структурах исполь-
зуются элементы с низким (Zн) и высоким (Zв)
волновыми импедансами [1, 5]. Предельные
значения величин Zн, Zв ограничены допусти-
мой шириной сигнального проводника и со-
ставляют приблизительно 20 Ом и 120 Ом [6].
Традиционные двухмерные ЭК-неоднородно-
сти по своему характеру высокоимпедансные
с эквивалентным волновым импедансом, не
превышающим 210 Ом [7].
В [8–10] предложены высоко- и низкоим-
педансные трехмерные ЭК-неоднородности,
сочетающие неоднородности в металлизиро-
ванной поверхности, в диэлектрике и на сиг-
нальной поверхности, с заметно большими и
меньшими эквивалентными импедансами. На-
пример в [8] рассмотрена ЭК-неоднородность
с Zв = 360 Ом, а в [9] с Zн = 4 Ом.
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